
 

ДИОДЫ 

Кремниевый эпитаксиально - планарный импульсный  

полупроводниковый диод 

2Д520А, 

2Д520А «ОС» 

аАО.339.163 ТУ, аАО.339.190 ТУ (для «ОС») 

 

Особенности 

 

- металлостеклянный корпус 

 

Применение 

 

- устройства специального назначения. 

 

Предельно допустимые значения параметров  

 
Наименование 

параметра, единица измере-

ния 

Буквенное 

обозначение 

Норма  

Максимально допустимое 

постоянное обратное 

напряжение, В Uобр.мах 15 

Максимально допустимое 

импульсное обратное 

напряжение, В Uобр.и.мах 25 

Максимально допустимый 

импульсный прямой ток, 

мА (τи ≤ 10 мкс, Q ≥ 2,5) Iпр.и.мах 50 

Максимально допустимый 

постоянный прямой ток, мА  Iпр.мах 20 
 

 

Габаритный чертеж 

 

 
 

Принципиальная схема 

 

 
 

Основные электрические параметры 

при Токр.среды = (25±10)˚С 

 
Наименование 

параметра, 

единица изме-

рения 

Буквенное 

обозначение 

Норма 

не 

более 

Режим измере-

ния 

Импульсное 

прямое 

напряжение, В Uпр.и 2 

Iпр.и = 20мА 

Постоянное 

прямое 

напряжение, В Uпр 1 

Iпр = 20мА 

Постоянный 

обратный 

ток 
  мкА Iобр 1 

Uобр.max = 15 В 

Общая ем-

кость диода, 

пФ Cд 3 

Uобр = 5 В 

f = 110 мГц 

Заряд восста-

новления, пКл 

Qвос 100 

при переключе-

нии  

с Iпр =10мА,  

на Uобр.и =10 В 
 

 

 


